Document made available under the 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 



International application number: PCT/EP05/050218 
International filing date: 19 January 2005 (19.01.2005) 



Document type: Certified copy of priority document 

Document details: Country/Office: DE 

Number: 10 2004 009 296.6 

Filing date: 26 February 2004 (26.02.2004) 



Date of receipt at the International Bureau: 01 February 2005 (01.02.2005) 

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in 

compliance with Rule 17.1(a) or (b) 




World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland 
Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) - Geneve, Suisse 



PCT/EP200 5/ 0 5 0 2 1 3 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 




Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 

einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 



10 2004 009 296.6 



Anmeldetag: 



26. Februar 2004 



Anmelder/lnhaber: 



Siemens Aktiengesellschaft, 80333 Munchen/DE 



Anordnung eines elektrische Bauelements und einer 
elektrischen Verbindungsleitung des Bauelements 
sowie Verfahren zum Herstellen der Anordnung 



IPC 



H 01 L 23/482 



Die angehefteten Stucke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



Munchen, den 21. Dezember 2004 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 




* H t 

2004 P 02025 



Beschreibung 

Anordnung eines elektrische Bauelements und einer 
elektrischen Verbindungsleitung des Bauelements sowie 
5 Verfahren zum Herstellen der Anordnung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung mit mindestens einem 
elektrischen Bauelement, das mindestens eine elektrische 
Kontaktf lache aufweist, mindestens einer elektrischen 

10 Verbindungsleitung zur elektrischen Kontaktierung der 

Kontaktf lache des Bauelements und mindestens einer auf dem 
Bauelement angeordneten elektrischen Isolationsschicht mit 
mindestens einer in Dickenrichtung der Isolationsschicht 
durchgangigen Offnung, die der Kontaktf lache des Bauelements 

15 gegenuberliegend angeordnet ist, wobei die Isolationsschicht 
eine die Offnung begrenzende Seitenflache aufweist und die 
elektrische Verbindungsleitung mindestens eine an der 
Seitenflache angeordnete Metallisierungsschicht aufweist. 
Neben der Anordnung wird ein Verfahren zum Herstellen der 

2 0 Anordnung angegeben. 

Eine Anordnung und ein Verfahren zum Herstellen dieser 
Anordnung sind beispielsweise aus der WO03/030247 A2 bekannt. 
Das Bauelement ist ein Leistungshalbleiterbauelement , das auf 
25 einem Substrat ( Schaltungstrager ) angeordnet ist. Das 

Substrat ist beispielsweise ein DCB (Direct Copper Bonding) - 
Substrat, das aus einer Tragerschicht aus einer Keramik 
besteht, an der beidseitig elektrisch leitende Schichten aus 
Kupfer aufgebracht sind. Das Leistungshalbleiterbauelement 
30 wird derart auf einer der elektrisch leitenden Schichten aus 
Kupfer aufgelotet, dass eine vom Substrat wegweisende 
elektrische Kontaktf lache des Leistungshalbleiterbauelements 
vorhanden ist . 

35 Auf die Anordnung aus dem Leistungshalbleiterbauelement und 
dem Substrat wird eine Isolationsf olie auf Polyimid- oder 
Epoxidbasis unter Vakuum auf laminiert , so dass die 
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Isolationsf olie mit dem Leistungshalbleiterbauelement und dem 
Substrat eng anliegend verbunden ist. Die Isolationsf olie ist 
mit dem Leistungshalbleiterbauelement und dem Substrat form- 
und kraf tschlussig verbunden. Eine Oberf lachenkontur 
5 (Topographie) , die durch das Leistungshalbleiterbauelement 
und das Substrat gegeben ist, wird in einer dem 
Leistungshalbleiterbauelement abgekehrten Oberf lachenkontur 
der Isolationsf olie abgebildet. 

10 Zur elektrischen Kontaktierung der Kontaktf lache des 

Leistungshalbleiterbauelements wird in der Isolationsf olie 
eine Offnung (Fenster) erzeugt. Das Erzeugen der Offnung 
erfolgt durch Laserablation. Dabei wird die Kontaktf lache des 
Leistungshalbleiterbauelements freigelegt. Zum Herstellen der 

15 elektrischen Verbindungsleitung, mit der die Kontaktf lache 
des Leistungshalbleiterbauelements kontaktiert wird, wird 
nachfolgend eine Metallisierungsschicht auf der Kontaktf lache 
und auf der Isolationsf olie aufgetragen. Urn eine notwendige 
Stromtragf ahigkeit der so erzeugten Verbindungsleitung zu 

20 gewahren, wird eine relativ dicke Schicht aus Kupfer auf der 
Metallisierungsschicht abgeschieden . Das Abscheiden von 
Kupfer erfolgt galvanisch. Eine Schichtdicke der Schicht aus 
Kupfer kann mehrere hundert pm betragen. 

25 Das Leistungshalbleiterbauelement besteht im Wesentlichen aus 
Silizium. Ein thermischer Ausdehnungskoef fizient von Kupfer 
unterscheidet sich deutlich vom thermischen 

Ausdehnungskoef fizienten von Silizium. So kann es im Betrieb 
des Leistungshalbleiterbauelements zu sehr hohen mechanischen 
30 Spannungen innerhalb der Anordnung aus 

Leistungshalbleiterbauelement und Verbindungsleitung kommen. 
Diese hohen mechanischen Spannungen konnen dazu fiihren, dass 
der elektrische Kontakt zwischen der Verbindungsleitung und 
der Kontaktf lache des Leistungshalbleiterbauelements 
35 unterbrochen wird . 



2 



2004 P 02025 



Aus Liang et al., Electronic Components and Technology 
Converence, 2003, S. 1090 bis 1094 ist ebenfalls ein 
Verfahren zum groftf lachigen Kontaktieren der Kontaktf lachen 
eines Halbleiterbauelements bekannt . 

5 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine 
Anordnung aus elektrischem Bauelement und elektrischer 
Verbindungsleitung bereitzustellen, bei der das Bauelement 
und die Verbindungsleitung aus Werkstoffen mit stark 
10 unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten 

bestehen und bei der die Kontaktierung der Kontaktf lache des 
Bauelements trotz hoher thermischer Beanspruchung der 
Anordnung gewahrleistet ist . 

15 Zur Losung der Aufgabe wird eine Anordnung mit mindestens 
einem elektrischen Bauelement, das mindestens eine 
elektrische Kontaktf lache aufweist, mindestens einer 
elektrischen Verbindungsleitung zur elektrischen 
Kontaktierung der Kontaktf lache des Bauelements und 
20 mindestens einer auf dem Bauelement angeordneten elektrischen 
Isolationsschicht mit mindestens einer in Dickenrichtung der 
Isolationsschicht durchgangigen Offnung, die der 
Kontaktf lache des Bauelements gegenuberliegend angeordnet 
ist, angegeben, wobei die Isolationsschicht eine die Offnung 
25 begrenzende Seitenflache aufweist und die elektrische 
Verbindungsleitung mindestens eine an der Seitenflache 
angeordnete Metallisierungsschicht aufweist. Die Anordnung 
ist dadurch gekennzeichnet , dass die Metallisierungsschicht 
schrag zur Kontaktf lache ausgerichtet ist. Die 
30 Metallisierungsschicht ist sowohl auf der Kontaktf lache des 
Bauelements als auf der Seitenflache der Isolationsschicht 
aufgetragen. 

Zur Losung der Aufgabe wird auch ein Verfahren zum Herstellen 
35 der Anordnung mit folgenden Verf ahrensschritten angegeben: a) 
Bereitstellen eines Bauelements mit einer elektrischen 
Kontaktf lache, b) Erzeugen einer Isolationsschicht mit einer 
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durchgangigen Offnung auf dem Bauelement, so dass die 
Kontaktf lache des Bauelements frei zuganglich ist, und c) 
Anordnen der Metallisierungsschicht der Verbindungsleitung an 
einer die Offnung begrenzenden Seitenflache der 
5 Isolationsschicht derart, dass die Metallisierungsschicht 
schrag zur Kontaktf lache ausgerichtet ist. 

Zum Bereitstellen des Bauelements mit der Kontaktf lache wird 
beispielsweise das Bauelement auf einem Substrat derart 

10 angeordnet, dass die Kontaktf lache des Bauelements frei 
zuganglich ist. Das Substrat ist ein beliebiger 
Schaltungstrager auf organischer oder anorganischer Basis. 
Solche Schaltungstrager bzw. Substrate sind beispielsweise 
PCB (Printed Circuit Board)-, DCB-, IM (Insolated Metal)-, 

15 HTCG (High Temperature Cofired Ceramics)- und LTCC (Low 
Temperature Cofired Ceramics ) -Substrate . 

Die Verbindungsleitung besteht beispielsweise aus zwei 
miteinander fest verbundenen Abschnitten. Ein erster 
20 Abschnitt wird durch die Metallisierungsschicht gebildet, die 
beispielsweise auf einer abgeschragten Seitenflache der 
Offnung und auf der Kontaktf lache des Bauelements angeordnet 
ist. Ein zweiter Abschnitt der Verbindungsleitung wird durch 
eine auf der Isolationsschicht auf gebrachten Metallisierung 
25 gebildet. Durch die Ausrichtung der Metallisierungsschicht, 
die auf der Seitenflache angeordnet ist, werden der zweite 
Abschnitt der Verbindungsleitung und das Bauelement 
mechanisch entkoppelt . Dadurch konnen der zweite Abschnitt 
der Verbindungsleitung und das Bauelement aus Werkstoffen mit 
30 unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten 

verarbeitet werden. Beispielsweise weist der zweite Abschnitt 
der Verbindungsleitung eine dicke Schicht aus Kupfer auf. Das 
Bauelement ist beispielsweise ein Halbleiterbauelement aus 
Silizium. Bei einer hohen thermischen Belastung der Abordnung 
35 kommt es an sich wegen der unterschiedlichen thermischen 

Ausdehnungskoef f izienten dieser Materialien zu einer hohen 
mechanischen Belastung der Anordnung. Da sich Kupfer starker 
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ausdehnt als Silizium wiirde ohne geeignete Gegenmaftnahmen 
eine hohe Zugbelastung des ersten Abschnitts der 
Verbindungsleitung bzw. der Verbindung der Verbindungsleitung 
zur Kontaktf lache resultieren. Aufgrund der Ausgestaltung des 
5 ersten Abschnitts der Verbindungsleitung mit der schrag zur 
Kontaktf lache angeordneten Metallisierungsschicht kommt es ' 
aber zu einer wirksamen Zugentlastung . Eine 

Wahrscheinlichkeit fur den Ausfall der Anordnung aufgrund der 
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten der 

10 verwendeten Materialien ist deutlich reduziert. Gleiches gilt 
insbesondere auch fur eine Isolationsschicht mit einer 
abgeschragten Seitenf lache, auf der die 
Metallisierungsschicht aufgebracht ist. Durch die 
abgeschragte Seitenflache ist eine thermische Ausdehnung der 

15 Isolationsschicht weitgehend von der thermischen Ausdehnung 
der Abschnitte der Verbindungsleitungen entkoppelt. 

In einer besonderen Ausgestaltung ist die 

Metallisierungsschicht mit einem Winkel zur Kontaktf lache 
20 ausgerichtet, der aus dem Bereich von einschlieftlich 30° bis 
einschliefilich 80° ausgewahlt ist. Vorzugsweise ist der 
Winkel aus dem Bereich von einschliefilich 50° bis 
einschlieftlich 70° ausgewahlt. Bei einem Winkel von 90° wiirde 
die Metallisierungsschicht senkrecht zur Kontaktf lache 
25 ausgerichtet sein. 

Die Schichtdicke der Metallisierungsschicht ist so gewahlt, 
dass es zu einer eff izienten Zugentlastung kommt. Besonders 
vorteilhaft ist es, wenn die Schichtdicke der 
30 Metallisierungsschicht aus dem Bereich von einschlieBlich 0,5 
lam bis einschliefllich 30 \im ausgewahlt ist. Insbesondere ist 
die Schichtdicke aus dem Bereich von einschliefilich 2,0 pm 
bis einschlieftlich 20 \im ausgewahlt. Ein Bereich der 
Metallisierungsschicht, der nicht schrag zur Kontaktf lache 
35 ausgerichtet ist, weist vorzugsweise deutlich groftere 
Schichtdicken auf. Diese grofieren Schichtdicken sind 
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beispielsweise zum Bereitstellen einer fur den Betrieb des 
Bauelements notwendigen Stromtragf ahigkeit er f orderlich . 

Die Metallisierungsschicht kann aus einer einzigen Schicht 
5 bestehen. Es liegt eine einschichtige Metallisierungsschicht 
vor. Insbesondere weist die Metallisierungsschicht einen 
Mehrschichtauf bau mit rnindestens zwei ubereinander 
angeordneten Teilmetallisierungsschichten auf . Dabei ist jede 
der Teilmetallisierungsschichten mit unterschiedlichen 
10 Funktionen verbunden. Eine erste Teilmetallisierungsschicht 
fiihrt beispielsweise zu einer sehr guten Haftung an der 
Kontaktf lache des Bauelements. Diese 
Teilmetallisierungsschicht f ungiert als 

Haf tvermittlungsschicht . Bei einem Halbleiterbauelement hat 
15 sich eine Haf tvermittlungsschicht aus Titan bewahrt . Andere 
geeignete Materialien fur die Haf tvermittlungsschicht sind 
beispielsweise Chrom, Vanadium oder Zirkonium. Eine liber der 
Haf tvermittlungsschicht angeordnete zweite 
Teilmetallisierungsschicht f ungiert beispielsweise als 
20 Dif f usionsbarriere . Ein derartige Teilmetallisierungsschicht 
besteht beispielsweise aus einer Titan-Wolf ram-Legierung . 
Eine dritte Teilmetallisierungsschicht besteht beispielsweise 
aus galvanisch auf der zweiten Teilmetallisierungsschicht 
abgeschiedenen Kupfer. Die Teilmetallisierungsschicht aus 
25 Kupfer sorgt fur eine notwendige Stromtragf ahigkeit . Es 

resultiert eine Metallisierungsschicht mit der Schichtfolge 
Ti/TiW/Cu. 

Fur die schrage Ausrichtung der Metallisierungsschicht ist 
30 beispielsweise die Seitenflache der Offnung der 

Isolationsschicht abgeschragt. Beispielsweise nimmt eine 
(gemittelte) Flachennormale der Seitenflache und die 
(gemittelte) Flachennormale der Kontaktf lache einen Winkel 
ein, der aus dem Bereich von einschliefllich 30° bis 
35 einschliefllich 80° ausgewahlt ist. Bei den gemittelten 

Flachennormalen wird eine Rauhigkeit oder Welligkeit der 
Flachen nicht berucksichtigt . 
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In einer besonderen Ausgestaltung weist die Seitenflache der 
Offnung der Isolationsschicht , an der die 

Metallisierungsschicht angeordnet ist, mindestens eine Stufe 
5 auf . Durch die Stufe resultiert eine Ausbreitungsrichtung der 
Metallisierungsschicht schrag zur Kontaktf lache des 
Bauelements. Vorteilhaft sind dabei mehrere Stufen vorhanden . 
Durch die Stufe oder die Stufen resultiert eine effiziente 
Zugentlastung . 

10 

Die einzelnen Stufen werden beispielsweise durch eine 
mehrschichtige Isolationsschicht erzeugt. In einer besonderen 
Ausgestaltung weist daher die Isolationsschicht einen 
Mehrschichtaufbau mit mindestens zwei iibereinander 
15 angeordneten Teilisolationsschichten auf. Dabei konnen 

zusatzlich einzelne oder alle Teilisolationsschichten zur 
Offnung hin abgeschragt sein. Das Abschragen der 
Isolationsschicht bzw. der Teilisolationsschichten erfolgt 
beispielsweise durch Materialabtrag mittels Laserablation . 
2 0 Der Materialabtrag kann auch nass- oder trockenchemisch 
erfolgen. Beispielsweise wird Isolationsmaterial der 
Teilisolationsschichten durch Angriff einer reaktiven 
Substanz weggeatzt. Da in der Regel an exponierten Stellen, 
beispielsweise einer Kante, eine Atzrate erhoht ist, erfolgt 
25 automatisch ein Abflachen bzw. ein Abschragen der 
Teilisolationsschichten an diesen Kanten. 

In einer weiteren Ausgestaltung ist eine Schichtdicke der 
Isolationsschicht aus dem Bereich von einschlieftlich 20 \mi 
30 bis einschlieftlich 500 \im ausgewahlt. Vorzugsweise ist die 
Schichtdicke der Isolationsschicht aus dem Bereich von 
einschlieftlich 50 ]im bis einschliefllich 200 pm ausgewahlt. 
Wenn die Metallisierungsschicht sehr dunn ist (beispielsweise 
5 pm bis 10 jam) , kann eine Isolationsschicht mit den deutlich 
35 grofieren Schichtdicken als effizientes Widerlager fungieren. 
Die Isolationsschicht wird bei thermischer Ausdehnung der 
Metallisierungsschicht nicht weggedruckt . 
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Zum Erzeugen der Isolationsschicht wird beispielsweise ein 
elektrisch isolierender Lack in einer entsprechenden Dicke 
aufgetragen. Der Lack wird in einem Druckverf ahren auf das 
5 Bauelement aufgetragen. Nach dem Ausharten und/oder nach dem 
Trocknen des Lacks wird in der resultierende 
Isolationsschicht die Offnung erzeugt. Dabei wird 
insbesondere ein photolithographischer Prozess durchgef uhrt . 
Vorzugsweise wird dazu ein photosensitiver Lack verwendet. 

10 

In einer besonderen Ausgestaltung werden zum Erzeugen der 
Isolationsschicht auf dem Bauelement folgende 

Verf ahrensschritte durchgef iihrt : d) Auf laminieren mindestens 
einer Isolationsf olie auf dem Bauelement und e) Erzeugen der 
15 Offnung in der Isolationsf olie, so dass die Kontaktf lache des 
Bauelements freigelegt wird. Die Isolationsschicht wird von 
mindestens einer auf das Bauelement auf laminierten 
Isolationsf olie gebildet. Dabei wird zumindest ein Teil der 
Isolationsf olie derart auf das Bauelement auf laminiert , dass 
2 0 eine Oberf lachenkontur des Bauelements in einer 

Oberf lachenkontur eines Teils der Isolationsf olie abgebildet 
ist, die dem Bauelement abgewandt ist. Die Oberf lachenkontur 
betrifft nicht eine Rauhigkeit oder Welligkeit der Oberflache 
des Bauelements. Die Oberf lachenkontur resultiert 
25 beispielsweise aus einer Kante des Bauelements. Die 

abgebildete Oberf lachenkontur wird insbesondere nicht nur 
durch das Bauelement allein, sondern auch durch das Substrat 
vorgegeben, auf dem das Bauelement angeordnet ist. 

30 In einer besonderen Ausgestaltung wird das Auf laminieren der 
Isolationsf olie unter Vakuum durchgef iihrt . Durch das 
Auf laminieren unter Vakuum wird ein besonders fester und 
inniger Kontakt zwischen der Isolationsf olie und dem 
Bauelement hergestellt . 

35 

Es kann nur eine Isolationsf olie mit einer entsprechenden 
Folienstarke auf laminiert werden. Es konnen auch mehrere 
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Isolationsf olien rait entsprechenden Folienstarken 
iibereinander auf laminiert werden, die als 
Teilisolationsschichten zusammen die Isolationsschicht 
bilden. Eine verwendete Isolationsf olie weist einen 
5 elektrisch isolierenden Kunststoff auf. Als Kunststoff ist 
dabei jeder beliebige duroplastische (duromere) und/oder 
thermoplastische Kunststoff denkbar. Insbesondere weist die 
Isolationsf olie mindestens einen aus der Gruppe Polyacrylat, 
Polyimid, Polyisocyanat , Polyethylen, Polyphenol, 

10 Polyetheretherketon, Polytetraf luorethylen und/oder Epoxid 
ausgewahlten Kunststoff auf. Mischungen der Kunststoff e 
und/oder Copolymerisate aus Monomer en der Kunststoffe sind 
ebenfalls denkbar. Sogenannte Liquid Cristal Polymers konnen 
genauso zum Einsatz kommen wie organisch modif izierte 

15 Keramiken. 

Prinzipiell ist es moglich, Isolationsf olien mit bereits 
erzeugten Offnungen fur die Kontaktf lache des Bauelements 
auf zulaminieren . Dazu wird die Isolationsf olie derart 
20 auf laminiert , dass Offnung iiber der Kontaktf lache des 

Bauelements zum Liegen kommt . Vorteilhaft wird aber die 
Offnungen in der Isolationsf olien erst nach dem Auf laminieren 
erzeugt. Das Erzeugen der Offnung in den Isolationsf olien 
erfolgt durch Materialabtrag . Dies kann photolithographisch 
25 erfolgen. Insbesondere erfolgt das Erzeugen der Offnung in 
der Isolationsf olie durch Laserablation . Material wird mit 
Hilfe eines Lasers abgetragen. Zur Laserablation wird 
beispielsweise ein C0 2 -Laser mit einer Wellenlange von 9,24 
Vim verwendet. Denkbar ist auch der Einsatz eines UV-Lasers . 
30 

Vorzugsweise wird zum Anordnen der Metallisierungsschicht ein 
Dampf abscheideverf ahren durchgefiihrt . Das 

Dampf abscheideverf ahren ist beispielsweise ein physikalisches 
Dampf abscheideverf ahren (Physical Vapour Deposition, PVD) . 
35 Ein derartiges Dampf abscheideverf ahren kann auch zum Erzeugen 
der Isolationsschicht verwendet werden. Das PVD-Verf ahren ist 
beispielsweise Sputtern. Ein chemisches 
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Dampf abscheideverf ahren (Chemical Vapour Deposition, CVD) ist 
ebenso denkbar. Insbesondere bei einer abgeschragten 
Seitenflache der Offnung der Isolationsschicht kann mit Hilfe 
eines Dampf abscheideverf ahrens eine Me t allisie rungs schicht 
5 mit einer ausreichenden Schichtdicke erzeugt werden. Durch 
die Dampf abscheideverf ahren wird vorteilhaft auch eine 
Metallisierungsschicht auf der Isolationsschicht bzw. der 
Isolationsf olie erzeugt, die beispielsweise Ausgangspunkt fur 
das galvanische Abscheiden von weiterem Elektrodenmaterial 

10 ist. Vorzugsweise wird fur die Metallisierungsschicht 

und/oder die galvanische Abscheidung ein aus der Gruppe 
Aluminium, Gold, Kupfer, Molybdan, Silber, Titan und/oder 
Wolfram ausgewahltes Metall verwendet. Silber ist dabei 
besonders geeignet, da es iiber eine hohe elektrische 

15 Leitf ahigkeit verfugt und gleichzeitig relativ weich ist 
(niedrigerer E-Modul als Kupfer) . Dadurch entstehen bei 
thermischer Belastung niedrigere mechanische Spannungen. 

In einer weiteren Ausgestaltung wird vor und/oder nach dem 
20 Anordnen der Metallisierungsschicht an der Seitenflache der 

Isolationsschicht auf der Isolationsschicht ein Abschnitt der 
Verbindungsleitung erzeugt, der eine groftere Dicke aufweist 
als die Schichtdicke der Metallisierungsschicht. 
Beispielsweise wird eine dunne Metallisierungsschicht nicht 
25 nur auf der Seitenflache der Isolationsschicht zur Offnung 
der Isolationsschicht hin erzeugt, sondern auch auf der 
Oberflache der Isolationsschicht. Auf der 
Metallisierungsschicht auf der Oberflache des 

Isolationsschicht wird ein Metall galvanisch abgeschieden . Es 
30 bildet sich der Abschnitt der Verbindungsleitung mit der 
grofteren Schichtdicke. Das Metall wird dabei mit einer 
Schichtdicke von bis zu 500 yam abgeschieden. Das Metall ist 
beispielsweise Aluminium oder Kupfer. 

35 Zum Erzeugen des Abschnitts der Verbindungsleitung mit der 

groBen Schichtdicke wird vorzugsweise wahrend des Abscheidens 
des Metalls die Offnung der Isolationsschicht geschlossen. 
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Zum Schliefien der Offnung wird beispielsweise ein 
photolithographischer Prozess durchgef iihrt . Durch das 
Schlielien der Offnung ist gewahrleistet , dass das Metall nur 
an den Stellen der Verbindungsleitung abgeschieden wird, die 
5 nicht abgedeckt ist. 

Die Anordnung kann ein beliebiges Bauelement aufweisen. Das 
Bauelement ist beispielsweise ein passives elektrisches 
Bauelement. In einer besonderen Ausgestaltung ist das 

10 Bauelement ein Halbleiterbauelement . Das Halbleiterbauelement 
ist vorzugsweise ein Leistungshalbleiterbauelement . Das 
Leistungshalbleiterbauelement ist insbesondere aus der Gruppe 
Diode, MOSFET, IGBT, Tyristor und/oder Bipolar-Transistor 
ausgewahlt. Derartige Leistungshalbleiterbauelemente sind fur 

15 ein Steuern und/oder Schalten hoher Strome (einige hundert A) 
geeignet. 

Die genannten Leistungshalbleiterbauelemente sind steuerbar. 
Dazu verfiigen die Leistungshalbleiterbauelemente jeweils iiber 
20 mindestens einen Eingangs-, einen Ausgangs- und einen 
Steuerkontakt. Bei einem Bipolar-Transistor wird der 
Eingangs kontakt iiblicherweise als Emitter, der 

Ausgangskontakt als Kollektor und der Steuerkontakt als Basis 
bezeichnet. Bei einem MOSFET werden diese Kontakte als 
25 Source, Drain und Gate bezeichnet. 

Gerade bei einem Leistungshalbleiterbauelement werden im 
Betrieb sehr hohe Strome geschaltet, so dass es zu einer 
betrachtlichen Warmeentwicklung kommt . Aufgrund der 
30 Warmeentwicklung kann es besonders bei 

Leistungshalbleiterbauelementen, die iiber dicke 
Verbindungsleitungen aus Kupfer elektrisch kontaktiert 
werden, zu den oben beschriebenen mechanischen Spannungen 
kommen. Durch die Ausgestaltung der Verbindungsleitung mit 
35 der schrag zur Kontaktf lache des 

Leitungshalbleiterbauelements angeordneten, relativ diinnen 
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Metallisierungsschicht wird eine effiziente Zugentlastung 
realisiert . 

Bei Leistungshalbleiterbauelementen ist es wichtig, dass eine 
entsprechende Kontaktf lache mit ausreichend Strom versorgt 
wird. Urn dies zu gewahrleisten, ist in einer besonderen 
Ausgestaltung weist die Isolationsschicht eine Vielzahl von 
Offnungen auf, die eine Zeile oder eine Matrix bilden. Eine 
grofiflachige Kontaktierung der Kontaktf lache wird uber die 
Vielzahl der Offnungen mit jeweils mindestens einer 
Metallisierungsschicht erreicht. Dadurch ist gewahrleistet , 
dass das Leistungshalbleiterbauelement trotz dunner 
Metallisierungsschichten mit genugend Strom versorgt wird. 
Daruber hinaus ist dafur gesorgt, dass der Strom auch 
gleichmafiig liber die Kontaktf lache verteilt wird. Im Betrieb 
des Leistungshalbleiterbauelements tritt im Bereich des 
Kontakts kein storender lateraler Strom-Gradient auf. 

Bei einer Matrix sind beispielsweise Offnungen mit einer mehr 
oder weniger symmetrischen Grundflache in der 
Isolationsschicht vorhanden. Die Grundflache ist 
beispielsweise oval, rechteckig oder kreisformig. Bei einer 
in Zeile angeordneten Offnungen bieten sich Offnungen mit 
einer streif enf ormigen Grundflache an. Die 

Metallisierungsschichten sind vorzugsweise entlang einer 
Langskante oder beider Langskanten jeder der streif enf ormigen 
Offnungen angebracht . 

Zusammenf assend ergeben sich mit der Erfindung folgende 
wesentlichen Vorteile: 

- Durch die Ausgestaltung der Verbindungsleitung mit der 
schrag zur Kontaktf lache des Bauelements angeordneten, 
vorzugsweise diinnen, Metallisierungsschicht ist daftir 
gesorgt, dass ein Abschnitt der Verbindungsleitung, der 
auf der Isolationsschicht angebracht ist, und das 
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Bauelement weitgehend mechanisch voneinander entkoppelt 
sind . 

- Durch die mechanische Entkopplung ist eine 
Wahrscheinlichkeit fur den Ausfall der Anordnung aufgrund 
thermisch induzierter mechanischer Spannungen deutlich 
reduziert. Dies gilt insbesondere auch fur den Fall, dass 
die Verbindungsleitung und das Bauelement aus 
unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen 
Ausdehnungskoef f izienten bestehen . 

- Besonders vorteilhaft ist die Anordnung zur elektrischen 
Kontaktierung von Leistungshalbleiterbauelementen, bei 
denen im Betrieb eine relativ starke Warmeentwicklung 
auf tritt . 

Anhand mehrerer Ausf uhrungsbeispiele und der dazugehorigen 
Figuren wird die Erfindung im Folgenden naher beschrieben. 
Die Figuren sind schematisch und stellen keine 
maftstabsgetreuen Abbildungen dar. 

Figur 1 zeigt eine Anordnung eines elektrischen Bauelements, 

einer Verbindungsleitung des Bauelements und einer 
Isolationsschicht auf einem Substrat in einem 
seitlichen Querschnitt. 

Figur 2 zeigt einen Ausschnitt der Anordnung aus Figur 1. 

Figuren 3 bis 5 zeigen verschiedene Ausf uhrungsf ormen der 

Anordnung . 

Figur 6 zeigt einen Ausschnitt einer Isolationsschicht mit 

einer Matrix einer Vielzahl von Offnungen von oben. 

Figur 7 zeigt einen Ausschnitt einer Isolationsschicht mit 

einer Zeile einer Vielzahl von streif enf ormigen 
Offnungen von oben. 
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Figur 8 zeigt ein Verfahren zum Herstellen der Anordnung. 

Die Anordnung 1 weist ein elektrisches Bauelement 2 auf einem 
5 Substrat 5 auf (Figur 1) . Das Substrat 5 ist ein DCB-Substrat 
mit einer Tragerschicht 50 und einer auf der Tragerschicht 50 
auf gebrachten elektrisch leitenden Schicht 51 aus Kupfer. Die 
Tragerschicht 50 besteht aus einer Keramik. 

10 Das elektrische Bauelement 2 ist ein 

Leistungshalbleiterbauelement in Form eines MOSFETS. Das 
Leistungshalbleiterbauelement 2 ist auf der elektrisch 
leitenden Schicht 51 derart aufgelotet, dass eine elektrische 
Kontaktf lache 20 des Leistungshalbleiterbauelements 2 vom 

15 Substrat 5 abgewandt ist. Uber die Kontaktf lache 20 ist einer 
der Kontakte des Leistungshalbleiterbauelements 3 (Source, 
Gate, Drain) elektrisch kontaktiert. 

Auf dem Leistungshalbleiterbauelement 2 und auf dem Substrat 
20 5 ist eine Isolationsschicht 4 in Form einer Isolationsf olie 
aufgebracht. Die Isolationsf olie 4 ist dabei derart 
aufgebracht, dass eine Oberf lachenkontur 25, die sich aus dem 
Leistungshalbleiterbauelement 2, der elektrisch leitenden 
Schicht 51 und der Tragerschicht 50 des DCB-Substrats ergibt, 
25 in einer Oberf lachenkontur 47 eines Teils der Isolationsf olie 
4 abgebildet wird. Die Isolationsf olie folgt der Topologie 
des Leistungshalbleiterbauelements 4 und des Substrats 5. 
Dabei wird ein Hohenunterschied von uber 500 ]xm uberwunden. 

30 Die Isolationsf olie 4 weist eine entlang der Dickenrichtung 

4 0 der Isolationsf olie durchgangige Offnung 42 auf (Figur 2) . 
Diese Offnung 42 ist gegentiber der elektrischen Kontaktf lache 
2 0 des Leistungshalbleiterbauelements 2 angeordnet. Die 
Seitenflache 43 der Isolationsschicht, die die Offnung 42 der 

35 Isolationsschicht begrenzt, ist abgeschragt. Die Seitenflache 
43 ist schrag zur Kontaktf lache 20 angeordnet. 
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Auf der Seitenflache 43 ist eine Metallisierungsschicht 30 
auf gebracht . Eine Schichtdicke 32 der Metallisierungsschicht 
30 betragt etwa 5 yim. Aufgrund der schragen Seitenflache 43 
der Isolationsf olie 4 ist die Metallisierungsschicht 30 
5 ebenfalls schrag zur Kontaktf lache 2 0 des 

Leistungshalbleiterbauelements 2 ausgerichtet . Ein Winkel 23 r 
mit dem die Metallisierungsschicht 30 zur Kontaktf lache 20 
ausgerichtet ist, betragt etwa 50°. 

10 Alternativ zur einschichtigen Metallisierungsschicht 30 
zeichnet sich die Metallisierungsschicht 30 durch einen 
Mehrschichtauf bau aus (Figur 3) . Die Metallisierungsschicht 
30 besteht aus einzelnen, ubereinander angeordneten 
Teilmetallisierungsschichten 33. Eine Gesamtschichtdicke 30 

15 betragt ebenfalls 5 p.m. Die untere 

Teilmetallisierungsschicht , die direkt mit der Kontaktf lache 
20 des Leistungshalbleiterbauelements verbunden ist, besteht 
aus Titan und fungiert als Haf tvermittlungsschicht . Die 
daruber angeordnete Teilmetallisierungsschicht besteht aus 

2 0 einer Titan-Wolf ram-Legierung . 

Ira Bereich 46 der Isolationsf olie 4 ist ein Abschnitt 34 der 
Verbindungsleitung 3 aufgebracht, der eine grofiere Dicke 35 
aufweist, als eine Schichtdicke 32 der Metallisierungsschicht 
25 30 in der Offnung 42 der Isolationsf olie 4. Die Dicke 35 der 
Verbindungsleitung 3 im Abschnitt 34 betragt etwa 500 jam. 
Dieser Abschnitt wird von einer galvanischen Abscheidung 3 6 
aus Kupfer gebildet. 

30 Das Leistungshalbleiterbauelement 2 besteht aus Silizium. Der 
Abschnitt 34 der Verbindungsleitung 3 auf der Isolationsf olie 
4 wird aus Kupfer gebildet. Im Betrieb des 

Leistungshalbleiterbauelements 2 flieflen sehr hohe Strome. 
Aufgrund der Verlustleistung des 
35 Leistungshalbleiterbauelements 2 kommt es zu einer relativ 
starken Erwarmung der gesamten Anordnung 1. Da Silizium und 
Kupfer sehr unterschiedliche thermische 
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Ausdehnungskoef f izienten aufweisen, kommt es im Betrieb zu 
relativ hohen mechanischen Spannungen innerhalb der Anordnung 
1 . Es tritt eine relativ hohe Zugspannung in Dickenrichtung 
der galvanisch abgeschiedenen Schicht 36 aus Kupfer auf . 
5 Durch die gewahlte spezielle Anordnung der Verbindungsleitung 

3 mit der dtinnen Metallisierungsschicht 30 in der Offnung 42 
der Isolationsf olie 4 ist gewahrleistet , dass die thermisch 
induzierte Ausdehnung des Abschnitts 34 der 
Verbindungsleitung 3 und die thermische Ausdehnung der 

10 Isolationsschicht 4 nahezu entkoppelt sind von der thermisch 
induzierten Ausdehnung des Halbleiterbauelements 2. Der 
Abschnitt 34 der Verbindungsleitung und das 
Leistungshalbleiterbauelement 2 sind im Wesentlichen 
mechanisch voneinander entkoppelt. Durch die schrag 

15 angeordnete Metallisierungsschicht 30 in der Offnung kommt es 
zu einer Zugentlastung der Anordnung 1. Es resultiert eine 
erhohte Zuverlassigkeit der Anordnung 1. Uber die 
Metallisierungsschicht 30 bleibt das 

Leistungshalbleiterbauelement 2 trotz hoher thermischer 
2 0 Belastung elektrisch kontaktiert. 

In einer weiteren Aus fuhrungs form weist die Isolationsf olie 4 
mehrere Teilisolationsf olien 45 auf (Figur 4) . Die 
Isolationsf olie 4 besteht aus mehreren, ubereinander 
25 angeordneten Teilisolationsf olien 45. Dabei sind die 

Teilisolationsf olien 45 derart angeordnet, dass in der 
Offnung 42 eine Stufe 44 resultiert. Uber diese Stufe 44 
hinweg ist die Metallisierungsschicht 30 angeordnet. Die Stue 
44 wirkt zugentlastend . In einer Weiterf uhrung dieser 
30 Aus fuhrungs form ist zusatzlich jede der Teilisolationsf olien 

4 5 abgeschragt (Figur 5) . 

Urn einen fur den Betrieb des Leistungshalbleiterbauelements 2 
notwendigen Stromfluss zu gewahrleisten, ist eine Vielzahl 
35 derartiger Of fnungen 42 uber der Kontaktf lache 20 des 

Leistungshalbleiterbauelements 2 angeordnet. Die Vielzahl der 
Of fnungen 42 bildet dabei eine Zeile 49 (Figur 7) . Jede der 
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Offnungen 42 verfugt liber eine streif enf ormige Grundf lache . 
In einer weiteren Ausf tihrungsf orm verfugt jede der Offnungen 
42 uber eine quadratische Grundf lache. Die Vielzahl der 
Offnungen 42 ist in Form einer Matrix 48 uber die 
5 Isolationsf olie 4 verteilt (Figur 6) . Dabei ist jede der 
Offnungen 42 derart angeordnet, dass die Kontaktf lache 2 0 
durch die Offnung 42 hindurch jeweils mit Hilfe einer 
Metallisierungsschicht 30 elektrisch kontaktiert wird. Durch 
diese Anordnung 1 wird zum einen eine notwendige 
10 Stromtragf ahigkeit gewahrleistet. Dariiber hinaus ist 
gewahrleistet , dass die Kontaktf lache 20 des 

Leistungshalbleiterbauelements gleichmafiig mit Strom versorgt 
wird. 

15 Alternativ dazu wird in einer (nicht dargestellten) 
Ausf tihrungsf orm zum Bereitstellen eines notwendigen 
Stromflusses auf der Metallisierungsschicht, die sich direkt 
uber der Kontaktf lache befindet, eine relativ dicke 
Kupf erschicht aufgetragen. Dies Kupf erschicht ist 

20 beispielsweise in der Mitte der Offnung 42 angeordnet. 

Zum Herstellen der Anordnung 1 wird auf einem DCB-Substrat 5 
das Leistungshalbleiterbauelement 2 aufgelotet. Nachfolgend 
wird die Isolationsf olie 4 auflaminiert (Figur 8, 
25 Bezugszeichen 80) . Das Auf laminieren erfolgt unter Vakuum. 
Dabei entsteht ein fester und inniger Kontakt zwischen der 
Isolationsf olie 4 und dem Leistungshalbleiterbauelement 2 
bzw. dem Substrat 5. Durch das Auf laminieren wird die 
Oberf lachenkontur 25, die durch das 
30 Leistungshalbleiterbauelement 2 und das Substrat 5 vorgegeben 
ist, in der Oberf lachenkontur 47 der Isolationsf olie 4 
abgebildet. Eine dem Substrat 5 und dem 

Leistungshalbleiterbauelement 2 abgekehrte Oberflache der 
Isolationsf olie 4 zeigt im Wesentlichen die gleiche 
35 Oberf lachenkontur wie das Leistungshalbleiterbauelement 2 und 
das Substrat 5. 
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Im nachsten Verf ahrensschritt (Figur 8, Bezugszeichen 81) 
wird die Offnung 42 zum Kontaktieren der Kontaktf lache 2 0 des 
Leistungshalbleiterbauelements 2 in der Isolationsf olie 4 
erzeugt. Es wird ein Fenster 42 geoffnet. Das Offnen des 
5 Fensters 42 erfolgt durch Materialabtrag mittels 

Laserablation . Dazu wird ein C0 2 -Laser mit einer Wellenlange 
von 9,24 um verwendet . Der Materialabtrag erfolgt dabei 
derart, dass eine schrag zur Kontaktf lache 20 des 
Leistungshalbleiterbauelements 2 resultierende, die Offnung 
10 42 begrenzende Seitenf lache 43 resultiert. Im Anschluss an 
den Materialabtrag wird ein Reinigungsschritt durchgef uhrt , 
um Reste des Materialabtrags zu entfernen. 

Nach dem Herstellen der Offnung 42 wird eine 
15 Metallisierungsschicht 30 auf der Kontaktf lache 20 des 

Leistungshalbleiterbauelements 2, der Seitenf lache 43 der 

Isolationsf olie 2 und der Oberf lache des Bereichs 4 6 der 

Isolationsf olie 4 aufgetragen (Figur 8, Bezugszeichen 82). 

Das Auftragen wird durch ein Dampf abscheideverf ahren 
20 durchgef iihrt . Das Verf ahren wird gegebenenf alls mehrmals 

durchgef uhrt, um eine Metallisierungsschicht mit 

Mehrschichtaufbau zu erhalten. 

Im Weiteren wird die Offnung 42 durch einen 
25 Photolithographieschritt abgedeckt (Figur 8, Bezugszeichen 
82) . Es resultiert eine Versiegelung 37 der 

Verbindungsleitung 3 bzw. der Metallisierungsschicht 30 in 
der Offnung 42. Danach erfolgt ein galvanisches Abscheiden 
von Kupfer zur Herstellung der Verbindungsleitung 3 im nicht 
30 versiegelten Bereich. Es resultiert der Abschnitt 34 der 
Verbindungsleitung 3 mit einer dicken Kupf erschicht . Eine 
Schichtdicke 35 der Kupf erschicht 36 betragt 400 um. 

Alternativ zum voran beschriebenen Verfahren wird zunachst 
35 ein galvanisches Abscheiden sowohl auf der 

Metallisierungsschicht 30 in der Offnung 42 als auch auf der 
Metallisierungsschicht auiierhalb der Offnung 42 durchgef uhrt . 
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Das galvanische Abscheiden wird unterbrochen . Nachfolgend 
wird die Offnung 42 in einem Photolithographieschritt 
verschlossen . Im Weiteren wird im Bereich aufterhalb der 
Offnung 42 Kupfer in einer entsprechenden Dicke abgeschieden . 
5 Es resultiert eine Metallisierungsschicht 30 mit einer 
weiteren Teilmetallisierungsschicht 33 aus Kupfer. 

In einer weiteren Ausgestaltung wird zum Bereitstellen des 
Leistungshalbleiterbauelements 2 rait einer 

10 Metallisierungsschicht 30 auf der Kontaktf lache 20 wie folgt 
vorgegangen: Auf einem Wafer, der zu einer Vielzahl von 
Leistungshalbleiterbauelemente 2 unterteilt wird, wird die 
Isolationsf olie 4 auf laminiert . Im Weiteren werden die 
Kontaktf lachen 20 der Leistungshalbleiterbauelement 2 

15 freigelegt. Nachfolgend findet ein Metallisieren der 

Kontaktf lachen 20 und der Isolationsf olie 4 statt . Es wird 
eine Metallisierungsschicht 30 in den Offnungen 42 der 
Isolationsf olie und auf der Isolationsf olie 4 abgeschieden. 
Das Abscheiden erfolgt strukturiert . 

20 

Im Weiteren werden die elektrischen Verbindungsleitungen, wie 
oben beschrieben, direkt auf dem Wafer hergestellt. Das 
Vereinzeln in einzelne Module erfolgt erst nach der 
Herstellung der elektrischen Verbindungsleitungen . Alternativ 
25 dazu wird der Wafer in einzelne 

Leistungshalbleiterbauelemente 2 vereinzelt. Die einzelnen 
Leistungshalbleiterbauelemente 2 werden, wie oben 
beschreiben, weiterverarbeitet . Dazu wird beispielsweise 
eines der Leistungshalbleiterbauelemente 2 auf ein Substrat 
30 aufgelotet. Nachfolgend wird eine weitere Isolationsf olie auf 
das Leistungshalbleiterbauelement 2 und das Substrat 5 
auf laminiert . In diese weitere Isolationsf olie werden an den 
entsprechenden Stellen Offnungen erzeugt. In diese Offnungen 
wird elektrisch leitendes Material eingebracht. 

35 
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Patentanspruche 

1. Anordnung (1) mit 

mindestens einem elektrischen Bauelement (2), das 

* 

mindestens eine elektrische Kontaktf lache (20) aufweist, 
mindestens einer elektrischen Verbindungsleitung (3) zur 
elektrischen Kontaktierung der Kontaktf lache (20) des 
Bauelement s (2) und 

mindestens einer auf dem Bauelement (2) angeordneten 
elektrischen Isolationsschicht (4) mit mindestens einer 
in Dickenrichtung (40) der Isolationsschicht (4) 
durchgangigen Of fnung (42), die der Kontaktf lache (20) 
des Bauelements (2) gegeniiberliegend angeordnet ist, 
wobei 

die Isolationsschicht (4) eine die Offnung (42) 

begrenzende Seitenflache (43) aufweist und 

die elektrische Verbindungsleitung (3) mindestens eine 

an der Seitenflache (43) angeordnete 

Metallisierungsschicht (30) aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Metallisierungsschicht (30) schrag zur Kontaktf lache 
(20) ausgerichtet ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei die 
Metallisierungsschicht mit einem Winkel zur 

Kontaktf lache (20) ausgerichtet ist, der aus dem Bereich 
von einschliefilich 30° bis einschliefllich 80° und 
insbesondere aus dem Bereich von einschliefilich 50° bis 
einschlieftlich 70° ausgewahlt ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die 
Metallisierungsschicht (30) eine Schichtdicke (32) 
aufweist, die aus dem Bereich von einschlieftlich 0,5 urn 
bis einschliefilich 30 urn und insbesondere aus dem 
Bereich von einschliefilich 2,0 urn bis einschliefllich 20 
um ausgewahlt ist. 
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4 



Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei die 
Metallisierungsschicht (30) einen Mehrschichtauf bau mit 
mindestens zwei iibereinander angeordneten 
Teilmetallisierungsschichten (33) aufweist . 



10 



15 



Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei die 
Seitenflache (43) der Isolationsschicht (4), an der die 
Metallisierungsschicht (30) angeordnet ist, mindestens 
eine Stufe (44) aufweist. 

Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei die 
Isolationsschicht (4) eine Schichtdicke ( 41 ) aufweist , 
die aus dem Bereich von einschlieftlich 20 pm bis 
einschlieftlich 500 \im und insbesondere aus dem Bereich 
von einschliefllich 50 pm bis einschliefilich 200 ]im 
ausgewahlt ist . 



20 



Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, wobei die 
Isolationsschicht (4) einen Mehrschichtauf bau mit 
mindestens zwei iibereinander angeordneten 
Tei lis olat ions schichten ( 45 ) aufweist . 



25 



8 



Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, wobei die 
Isolationsschicht (4) von mindestens einer auf das 
Bauelement (2) auf laminierten Isolationsf olie gebildet 
ist - 



30 



Anordnung nach Anspruch 8, wobei zumindest ein Teil der 
Isolationsfolie (4) derart auf das Bauelement (2) 
auflaminiert ist, dass eine Oberf lachenkontur (25) des 
Bauelements (2) in einer Oberf lachenkontur (47) des 
Teils der Isolationsfolie (4) abgebildet ist, die dem 
Bauelement (2) abgewandt ist. 



35 10 



Anordnung nach einem der Ansprliche 1 bis 9, wobei die 
Verbindungsleitung (3) mindestens einen Abschnitt (34) 
aufweist, der auf der Isolationsschicht (4) angeordnet 
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ist und der eine Dicke (35) aufweist, die grofier ist als 
die Schichtdicke (32) der Metallisierungsschicht (30) . 

11. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, wobei der 
5 Abschnitt (34) der Verbindungsleitung (3) eine 

galvanische Abscheidung (36) aufweist. 

12. Anordnung nach Anspruch 11, wobei die 
Metallisierungsschicht (30) und/oder die galvanische 

10 Abscheidung (36) ein aus der Gruppe Aluminium, Gold, 

Kupfer, Molybdan, Silber, Titan und/oder Wolfram 
ausgewahltes Metall aufweist. 



15 



13. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 12, wobei das 
Bauelement (2) ein Halbleiterbauelement ist. 



14 



20 



25 



30 



35 



15 



16 



17 



a) 



b) 



Anordnung nach Anspruch 13, wobei das 

Halbleiterbauelement ein Leistungshalbleiterbauelement 
ist . 

Anordnung nach Anspruch 14, wobei das 
Leistungshalbleiterbauelement aus der Gruppe Diode, 
MOSFET, IGBT, Tyristor und/oder Bipolar-Transistor 
ausgewahlt ist. 

Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 15, wobei die 
Isolationsschicht 4 eine Anzahl von Of fnungen 42 
aufweist, die eine Zeile (49) oder eine Matrix (48) 
bildet . 

Verfahren zum Herstellen einer Anordnung (1) nach einem 
der Anspriiche 1 bis 16 mit folgenden 
Ver f ahrensschritten : 

Bereitstellen eines Bauelements (2) mit einer 
elektrischen Kontaktf lache (20), 

Erzeugen einer Isolationsschicht (4) mit einer 
durchgangigen Offnung (42) auf dem Bauelement (4) , so 
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4 



c) 



dass die Kontaktf lache (20) des Bauelements (2) frei 
zuganglich ist, und 

Anordnen der Metallisierungsschicht (30) der 
Verbindungsleitung (3) an einer die Offnung (42) 
begrenzenden Seitenflache (43) der Isolationsschicht (4) 
derart, dass die Metallisierungsschicht (30) schrag zur 
Kontaktf lache (20) ausgerichtet ist. 



18 



10 



15 



d) 



e) 



Verfahren nach Anspruch 17, wobei das Erzeugen der 
Isolationsschicht (4) auf dem Bauelement (2) folgende 
Verf ahrensschritte umf asst : 

Auf laminieren mindestens einer Isolationsf olie (4) auf 
dem Bauelement (2) und 

Erzeugen der Offnung (42) in der Isolationsf olie (4), so 
dass die Kontaktf lache (20) des Bauelements (2) 
f reigelegt wird . 



20 



19. Verfahren nach Anspruch 18, wobei das Auf laminieren der 
Isolationsf olie (4) unter Vakuum erfolgt. 

20. Verfahren nach Anspruch 18 oder 19, wobei das Erzeugen 
der Offnung (42) in der Isolationsf olie (4) durch 
Laserablation erfolgt . 



25 21 



Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, wobei zum 
Erzeugen der Isolationsschicht (4) auf dem Bauelement 
(2) ein Druckverf ahren durchgefuhrt, bei dem ein Lack 
auf dem Bauelement aufgetragen wird. 



30 22 



Verfahren nach Anspruch 21, wobei ein photosensitiver 
Lack verwendet wird. 



35 



23. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 22, wobei zum 
Anordnen der Metallisierungsschicht (30) und/oder zum 
Erzeugen der Isolationsschicht (4) auf dem Bauelement 
ein Dampfabscheideverf ahren durchgefuhrt wird. 
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24. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 23, wobei vor 
und/oder nach dem Anordnen der Metallisierungsschicht an 
der Seitenf lache der Isolationsschicht auf der 
Isolationsschicht ein Abschnitt (34) der 

5 Verbindungsleitung (3) erzeugt wird, der eine grofiere 

Dicke (35) aufweist als die Schichtdicke (32) der 
Metallisierungsschicht (30) . 

25. Verfahren nach Anspruch 24, wobei zum Erzeugen des 

10 Abschnitts (34) auf der Isolationsschicht (4) ein Metall 

galvanisch abgeschieden wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 2 4 oder 25, wobei wahrend der 
Erzeugung des Abschnitts (34) die Offnung (42) der 

15 Isolationsschicht (4) geschlossen wird. 



24 
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f * V 



Zusammenf as sung 

Anordnung eines elektrische Bauelements und einer 
elektrischen Verbindungsleitung des Bauelements sowie 
5 Verfahren zum Herstellen der Anordnung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung (1) mit mindestens 
einem elektrischen Bauelement (2), das mindestens eine 
elektrische Kontaktf lache (20) aufweist, mindestens einer 

10 elektrischen Verbindungsleitung (3) zur elektrischen 
Kontaktierung der Kontaktf lache des Bauelements und 
mindestens einer auf dem Bauelement angeordneten elektrischen 
Isolationsschicht (4) mit mindestens einer in Dickenrichtung 
(40) der Isolationsschicht durchgangigen Offnung (42) , die 

15 der Kontaktf lache des Bauelements gegeniiberliegend angeordnet 
ist f wobei die Isolationsschicht eine die Offnung begrenzende 
Seitenflache (43) aufweist und die elektrische 
Verbindungsleitung mindestens eine an der Seitenflache 
angeordnete Metallisierungsschicht (30) aufweist. Die 

20 Anordnung ist dadurch gekennzeichnet , dass die 

Metallisierungsschicht schrag zur Kontaktf lache ausgerichtet 
ist. Durch die schrag ausgerichtete Metallisierungsschicht 
wird dafur gesorgt, dass ein Abschnitt der 

Verbindungsleitung, der auf der Isolationsschicht angebracht 
25 ist, die Isolationsschicht und das Bauelement weitgehend 

mechanisch voneinander entkoppelt sind. Vorzugsweise ist dazu 
die Metallisierungsschicht wenige um dick. Durch die 
mechanische Entkopplung konnen die Verbindungsleitung, die 
Isolationsschicht und das Bauelement aus Materialien mit 
30 unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten 

bestehen. Verwendung findet die Erfindung insbesondere bei 
der groftf lachigen elektrischen Kontaktierung von 
Leistungshalbleiterbauelementen . 

35 Figur 1 
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